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	Код ОКП:

	63 41299735 – 2М410Б1

	63 41299745 – 2М410В1


                                          Проставляется знак «√» в поле □ перед  наименованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                    конкретно поставляемого транзистора
                                                                          Э Т И К Е Т К А
                                                                       ЯАВД.432325.017 ЭТ
Модули полупроводниковые  2М410Б1, 2М410В1
Мощные кремниевые полупроводниковые модули в гибридном исполнении  на биполярных транзисторах с изолированным затвором и встроенными антипараллельными БВД, выполненные по двухключевой схеме (полумост) в металлокерамических корпусах с изолированным фланцем, предназначены для использования в системах электроснабжения, преобразовательного оборудования вторичных источников питания и электрических приводов и т.д. (в группах применения радиоэлектронной аппаратуры по ГОСТ РВ 20.39.304) климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150. 
Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные                      Схема электрическая принципиальная:
размеры:

[image: image2.png]



          Примечание: электрические параметры обеспечиваются при    внешнем соединении выводов 2 и 3, 7 и 8, 9 и 10 попарно 
    Масса модулей не более 70 г.
�
Модули полупроводниковые:�
�
�
2М410Б1�
�
�
2М410В1�
�
 





Обозначение выводов�
Назначение выводов�
�
1 (точка)�
Затвор VT1�
�
2�
Эмиттер VT1, коллектор VT2�
�
3�
Эмиттер VT1, коллектор VT2�
�
4�
Эмиттер VT1, контрольный�
�
5�
Эмиттер VT2, контрольный�
�
6�
Затвор VT2�
�
7�
Эмиттер VT2�
�
8�
Эмиттер VT2�
�
9�
Коллектор VT1�
�
10�
Коллектор VT1�
�
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